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L’amélioration des rendements électriques des cellules photovoltaïques (PV) a toujours été la principale 

priorité. Les recherches actuelles se focalisent principalement sur l'amélioration du rendement à 25°C par le biais de 

critères électriques et optiques, en n’accordant que trop peu d'importance au comportement thermique des cellules. 

Or, dans des conditions de fonctionnement réelles, des températures avoisinant les 60°C peuvent être atteintes, et les 

conséquences sur les performances électriques sont désastreuses. Cette dégradation peut être quantifiée grâce à 

l’introduction des coefficients de dégradation en température [1]. Pour parer à cette dégradation, deux voies 

d’améliorations peuvent être explorées :  

 L'amélioration de ces coefficients de dégradation en température, 

 La diminution de la température de fonctionnement. 

Cette étude est d'autant plus importante pour les applications sous concentration, un éclairement élevé favorisant 

l'échauffement des cellules.  

La chute du rendement électrique avec la température, principalement due à la forte sensibilité de la tension en circuit 

ouvert (Voc) avec la température [2], dépend de nombreux paramètres comme l’architecture de la cellule [3] ou encore 

du niveau et du type dopage du substrat utilisé. Pour les faibles éclairements, la mesure du coefficient de dégradation 

en température du Voc, βVoc, est suffisante pour assurer une bonne compréhension du comportement thermique des 

cellules. Ce coefficient est défini par l’équation suivante : 
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L’utilisation du banc de caractérisation rend possible la mesure de l’évolution du Voc avec la température (entre 0°C 

et 90°C) et ce pour différents facteurs de concentration du rayonnement (entre 0.25 et 5 soleils). Pour des cellules 

PERT de type n et de type p ayant des Voc équivalents à 25°C, les mesures ont démontré de plus faibles |𝛽𝑉𝑜𝑐| pour 

les cellules fabriquées sur un substrat de type n, quels que soient l’éclairement et la température considérés, comme 

en témoignent les figures 1.a) et 1.b). Une telle observation rend l’utilisation de substrat de type n préférentielle, d’un 

point de vue thermique, pour des applications sous faible concentration.  
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Figure 1 : Influence du type de dopage (n ou p) sur l’évolution du βVoc avec le facteur de concentration à (a) 30°C (b) 60°C. 
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